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Verfahren zum Herstellen von Halbleiter-Baueiementen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von 
Halbleiter-Bauelementen, bei dem ein Halbleiter-Chip (1) mit 
einer dauerelastischen Masse (3) abgedeckt und mit einem 
mit einem FOIIstoff gemischten Kunststoff (4) umhullt wird und 
bei dem die dauerelastische Masse (3) mit Hohiraumen (6) 
versehen wird. (32 22 791 ) 
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PatentansprQche 

(p. Verfahren zum Herstel left' von Haibleiter-Bauelementen, 
bei dem ein Halbleiter-Chip mit einer dauere last i schen 
Masse abgedeckt und mit einem mit einem FUllstoff gemisch- 
ten Kunststoff umhUllt wird, dadurch g e - 
k e n n z e i c h n e t , daB die dauerelasti sche Masse 
(3) mit HohlrSumen (6) versehen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, da durch . ge- 
kennzeichnet, daB die dauerelastische Masse 
(3) geschaumt wird. 

I 

3. Verfahren anch Anspruch 2, dadurch g e - 

15 k e n n z e i c h n e t , daB die dauerel asti sche Masse 
(3) mittels chemischer Zusatze geschaumt wird. | 
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4. Verfahren nach einem der Anspruche- 1 bis 3, da- 
durch gekennzeic'hnet, dall die 
dauerelastische Masse (3) mittels eines LQsungsmitte Is , 
mit dem die dauerelastische Masse (3) verdiinnbar ist, ge- 
schaumt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, d a - 
25 durch gekennzeichnet, daB die 

dauerelastische Masse (3) durch eine Temperaturbehand 1 ung 
geschaumt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, d a - 
30 durch gekennzeichnet, daB - a Is 

dauerelastische Masse (3) Si 1 ikonkautschuk verwendet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da'-' 
durch gekennzeichnet, daB als 

35 dauerelastische Masse (3) Polyimid verwendet wird. 
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8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, d a - 
durch gekennzeichnet, dali als 
chemischer Zusatz Ammoniumkarbonat Oder Wasser verwendet 
wi rd . 

5 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, d a - 
durch gekennzeichnet, dafc nach dem 
Aufbringen der verdtinnten oder emu Igierten dauere 1 ast i schen 
Masse (3) diese auf eine Temperatur in der Nahe des 

10 Siedepunktes des Losungs- bzw. Emulgierungsmittel s ge- 
bracht wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, d a - 
durch gekennzeichnet, dali bei 

15 Verwendung von Treibmitteln als chemischer Zusatz, die 

dauerelast ische Masse bis zur Zersetzung des Treibmittels 
erhitzt wird. 
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5 Verfanre " zum Herstellpn VO n Halbleiter-Bauelemgnt.Pn ! 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von 
Halbleiter-Bauelementen, bei dem ein Halbieiter-Chip 
rait einer dauere lasti schen Masse abgedeckt und mit einem 
10 mit einem Fullstoff gemischtem Kunststoff umhullt wird. 

Zur Umhulluag von Halbleiteranordnungen , wie z. B . Halb- 
leiter-Chips werden, wie beispielsweise aus der DE-PS 
17 89 053, der DE-OS 21 48 690 und der DE-OS 21 64 100 
15 bekannt, Kunststoffe benutzt, die mit einem hohen Anteil 
an anorganischen Feststoffen gefOllt sind, urn den ther- 
mischen Ausdehnungskoef f izienten des Kunststoffes so gut 
wie meglich auf den der e i ngebetteten Metalle, wie z B 
Halbleiter-Chip und Kontaktiersp inne , anzupassen. Als 
20 Kunststoffe werden beispielsweise Epoxide und Silikone 
benutzt, wahrend als anorganische Feststoffe beispiels- 
weise Quarzsand oder Quarzmehl verwendet werden. Diese 
gefOllten Kunststoffe haben den Nachteil, daB einerseits 
die Fullstoffe oft leicht radioaktive Verunreinigungen 
25 enthalten, die sich besonders ungunstig auf Chips fur 
Halbleiterspeicher auswirken, und- dafi zum anderen die 
gefQllte Kunststoffmasse sehr hart wird, was schon beim 
Umspritzen bzw. UmgieBen des Ha lb lei ter-Ch i ps zu Be- 
schSdigungen der KontaktierungsanschlQsse fuhren kann 
Oder aber nach AushSrten der gefullten Kunststoffmasse 
bei Temperaturwechselbelastung wegen der noch leicht 
unterschiedlichen Ausdehnungskoef f izienten der beteilig- 
ten Materialien zu einem AbreiBen der Anschlusse fuhren 
kann, und daB auBerdem diese gefullten Kunststoffe 
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fQr die Ha lbleiteroberf lache nicht optimale chemische 
Zusammensetzung haben, die eventuell z. B. zu einer Korro- 
sion der Al-Lei terbahnen fuhren kann. 

5 Wie z. B. aus Electronics, 11. Sept', 1980, Seiten 41, 42, 
bekannt, wurde bereits versucht, diese ersten beiden 
Probleme bei einem Verfahren der eingangs genannten Art 
dadurch zu vermeiden, daft der kontaktierte Halbleiter-Chip 
erst durch eine dauerelast i sche ungefiillte Masse, wie z.B. 
10 Si 1 ikonkautschuk , abgedeckt wird, ehe er von der gefuii- 
ten Masse ummantelt wird.. 

Dadurch lafit sich zwar eine Abschirmung des Halbleiter- 
Chips, insbesondere vor schadlichen Al pha-Strah len und ein 

15 gewisser mechanischer Schutz wahrend *des Umpressens bzw. 
UmgieBens erreichen, die dauere lasti sche Masse ist jedoch 
nach dem Ausharten der UmhQllung in der Regel vollstandig 
von der harten 'Masse umgeben, so daft sie nicht mehr aus- 
weichen kann und durch Temperaturanderungen ve-rursachte 

20 Langenausdehnungen der Ummantelung und der elastischen 
Masse hart auf den Halbleiter-Chip und seine Kontakte 
ubertragt. Dadurch kommt es erf ahrungsgemaft zu wesentlich 
mehr sogenannten "Thermokontakten" (Unterbrechungen) als 
bei Weglassen dieser aus einer. nicht gefullten dauer- 

25 elastischen Masse bestehenden Abdeck.ung , die -^einen 

haheren AusdehnungskoefTizienten als eine gefullte Masse 
hat, 

Aufgabe der Erfindung ist es, hier Abhilfe zu schaffen, 
30 und ein Verfahren zum Herstellen von Ha Ibleiterbauele- 
menten vorzusehen, mit dem Beschadigungen der Kontaktie- 
rungsansch lusse vermieden werden. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs ge- 
35 nannten Art erf i ndungsgemaft dadurch gelost, daft die 

dauerelast ische Masse mit Hohlraumen versehen wird. Die • 
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Hohlrdume sorgen dafOr, daB die Elastizitn und Nachgiebig 
keit der dauerelastischen Masse auch nach dem Ummanteln 
mit einer harten Masse erhalten bleibt. 

Ausgestaltungen des erf indungsgemaBen Verfahrens sind in 
UnteransprOchen gekerinzeichnet . 

Die Erfindung wird im folgenden anhand zweier Figuren, die 
je einen Schnitt durch eih als AusfOhrungsbeispiel zu 
wertendes, nach dem erf indungsgemaBen Verfahren herge- 
stelltes Halbleiter-Bauelement zeigen, nSher erlautert. 

Das in Fig. 1 gezeigte AusfOhrungsbeispiel zeigt einen • 
Schnitt durch ein, mit einem sogenannten Dual-In-Line- 
GehMuse, d. h. ein Gehause mit in zwei Reihen angeordne- 
ten AnschlUssen, versehenes Halbleiter-Bauelement. Oas j 
Bauelement besteht aus einem Halbleiter-Chip 1, dessen 
AnschluBkontakte in ublicher Weise Qber Kontakt ierungs- 
drahte 2 mit aus Metal lblech .bestehenden Lei terbandern 5 
verbunden sind. Der bereits kontaktierte {"gebondete" ) 
Halbleiter-Chip 1 wird mit einer dauerelastischen Masse 3, 
die mit Hohlraumen 6 versehen ist, umgeben .. Anschl ieBend 
wird diese Anordnung mit einer gefQllten Plastikmasse 4 
umhullt. 

Im AusfOhrungsbeispiel nach Fig. 2 wird nur die Oberflache 
des Halbleiter-Chips 1 mit der dauerelastischen Masse 3, 
die mit Hohlraumen 6 versehen ist, bedeckt. 

Bei Verwendung eines Harzes als Plastikmasse und von Full- 
stoffen aus Quarzmehl' Oder Aluminiumoxid kann diese Um- 
hOllung, wie z. B. in der DE-OS 21 64 110 beschrieben, in 
der Weise durchgefUhrt werden, daB der Fullstoff einem 
dOnnf lOssigen Harz beigemengt wird, welches beispielswei se 
in vorpoiymerisiertem oder vorkondens iertem Zustand vor- 
liegt und die dadurch entstehende Masse zur Entgasung 
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erwarmt wird und anschlieBend zur Umwandlung in einen 
glasartigen Hartzustand starkt gekuhlt und sodann zu Pulver 
Oder Granulat zermahlen wird. Die eigentiiche Einkapselung 
• der Anordnung mittels Preftformen kann dann bei spie 1 swei se 
5 derart erfolgen, dali die in einem Behalter eingebrachte 
kdrnige Einkapselungsmasse in diesem bis zur Plastifizie- 
rung erwarmt und unter Druck dosiert in die Form gepreBt 
wird und bei entsprechender Temperatur der Form aushartet. 

10 Die Hohlraume 6 innerhalb der dauerel asti schen Masse 3 
sorgen fur Elastizitat und Nachgiebigkeit dieser Masse 
auch nach der Umhullung mit einer harten, gefUllten 
Plastikmasse 4, so da(3 Beschadigungen der Kontakt i erdrahte 
2 und ahnliches vermieden wird. 

15 

Als dauerelastische Massen werden vorte i lhaf terwe i se- 
Elastomere, d. h. synthetische und naturliche Polymere 
mit gummielastischem Verhalten, wie z. B. Si 1 ikonkautschuk 
oder Polyimide, verwendet. 

20 

Die Hohlraume 6 innerhalb der dauere 1 asti schen Masse 3 
werden z. B. durch Aufschaumen der dauerelasti schen Masse, 
bevor diese auf den Halbleiter-Chi p 1 aufgebracht wird, 
erzeugt. 

25 

Dieses Auf schaumen- kann durch chemische Zusatze. zur 
dauerelastischen Masse 3, die eine unter Gasentwick lung 
ablaufende Reaktion hervorrufen und/oder durch eine Tempe- 
raturbehandlung erzeugt werden. 

30 

Wird die dauerelastische Masse 3 mit einem Losungsmittel 
verdOnnt, so ist es z. B. vorteilhaft, zunachst die ver- 
dunnte dauerelastische Masse (3) aufzubringen und diese 
dann so schnell auf eine Temperatur nahe dem Siedepunkt 
35 des Ldsungsmittels zu erhitzen, dali die Masse 3 schaumig 
wird, bevor sie aushartet. 
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Wird die dauerelastische Masse 3 mit Wasser emulgiert 
ist es vorteilhaft, die emulgierte Masse 3 so schnell'auf 
eine Temperatur nahe dem Siedepunkt des Wasser zu erhitzen 
daS die Masse schaumig wird, bevor sie aushartet. 

Wird als chemischer Zusatz ein Treibmittel, z, B. Ammonium- 
karbonat, verwendet, so wird die mit dem Zusatz versehene 
dauerelastische Masse 3 bis zur Zersetzung des Treibmittels 
ernitzt. 

2 Figuren 

10 Patentanspruche 
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Abstract 

A method for producing semiconductor components in which a semiconductor chip (1 ) is covered with a 
permanently elastic material (3) and is encapsulated in a pla stic ( 4) mixed with a filler, and in which the 



permanently elastic material (3) is provided with cavities (6). 
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